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１．概要（Summary） 

テラヘルツ波を使って超高速現象をイメージングするた

めには従来法ではテラヘルツ波とプローブパルスの遅延

時間を掃引しながらの繰り返し測定が必要であった．そこ

で本研究では，従来のテラヘルツイメージング法に

SF-STAMP 法[1]を組み合わせ，繰り返し測定を必要とし

ないテラヘルツ波での超高速現象のイメージング法を開

発し，その原理実証のための測定サンプルを豊田工業大

学ナノテクノロジープラットフォームの設備を利用して作成

した． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン打ち込み装置 

【実験方法】 

GaAs ウェハに，レジストを手記し，Fig.1 のように約 11

×7 mm の 6 つの領域に分割する．その後，各領域を

Table.1 に示すドーズ濃度でイオン注入を行っていく． 

 
Fig. 1 GaAs wafer coated with resist 

 

Table 1 Dose amount of each region 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

Dose 

amount 

 (/cm2) 

5E12 1E13 5E13 1E14 5E14 1E15

 

 

注入の条件は以下のとおりである． 

・注入イオン : P+ 

・加速電圧 : 25 kV 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

イオン注入後のサンプルを Fig. 3 に示す．わずかにイ

オン注入した領域の色が変化していることがわかる．イオ

ン注入された領域はそのドーズ濃度に応じてキャリアの緩

和時間が短くなっているはずである．今後，本研究室で開

発した手法を用いて各領域のキャリアの緩和時間計測を

行う． 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Picture of ion implanted GaAs wafer  

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献:[1] T. Suzuki, et al., Opt. Express 23, 

30512 (2015). 

・関連文献：Y. Fujii, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 43, 

184–185 (2004). 

・共同研究者：福井大学 谷正彦様 
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